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接 SPI 板，GND 接 SPI 板 GND,MOSI 接 SPI
板 MOSI,VCC 接 VDD 

S3:

  当拨码开关选择FR时

可以通过   demo FR 的焊盘

输入高低电平信号控制正

反转信号；
  当拨码开关选择MOSI

时可以连接SPI板通讯 。

S 1 、 S 2 ：
   当 拨 码 开 关 选 择  
S D A , S C L  为  I I C  通 讯
模 式 ， 当 拨 码 开 关 选
择  P W M , F G  为 功 能 模
式 ， 功 能 模 式 需 要 烧
录 之 后 才 能 测 试 。

IC 烧录之后的功能管脚，FG 输出转速频率信号，

PWM 可以输入占空比控制电机调速，FR1 可以
输入高低电平控制正反转

1,2,3 连接 无感模式，默认为双电阻模式，若使
用单电阻或三电阻则需要更改硬件电路。 

4.5.6 连接 有感模式 ，默认为双电阻模式，若
使用单电阻或三电阻则需要更改硬件电路  

此端口接调试器， SDA 接FDA,SCL 接FCK ,GND 
接 GND ，VDD5接VDD

HALL IC 信号的输入管脚，
V+连接 15V ，V- 为GND,HA.HB.HC 为 HALL 信
号输入   

连接电机三相U、V、W 

连接电源
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